
図 2(10-12)XRC 半値幅の測定結果 図 3 (10-12)ωスキャン 

(微傾斜角度 0.2°) 

図 1 (0002)XRC 半値幅の測定結果 
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[はじめに] 

AlN はワイドバンドギャップ(6.01 eV)窒化物半導体であり、AlGaN 系深紫外発光デバイスでは

サファイア上の下地結晶として用いられている。これらの高効率なデバイスの実現には、高品質

な AlN膜の成長が必要である。GaNの結晶性についてサファイア基板の微傾斜角度の違いが大き

な影響を与えることが報告されている[1]。一方、c面サファイアの表面には、交互の異なる O原

子配列のステップが存在することにより、AlN 成長では高密度の刃状転位が発生する可能性があ

る[2]。このことから、AlN についてもサファイア基板の微傾斜角度の違いが与える影響は大きい

と考えられる。本研究では、サファイア基板の微傾斜角度がAlNの結晶性に及ぼす影響を調べた。 

[実験方法] 

 MOVPE成長前にサファイア基板を H2雰囲気、クリーニング温度 T=970 - 1270 oCで 10分間ク

リーニングを行い、膜厚 300 nmの AlNを 1200 oCで成長を行った。成長用基板については、m軸

方向に 0.2, 0.5, 0.8, 2.0°の 4 つの異なる微傾斜角度を持つ c面サファイア基板を用いた。 

[実験結果] 

図 1 に(0002)回折 X 線ロッキングカーブ(XRC)半値幅の測定結果を示す。サファイア基板の微

傾斜角度が 0.5, 0.8, 2.0°のものでは、その増加につれて FWHMが悪化することが分かった。図 2

には(10-12)回折 XRC 半値幅の測定結果を示す。図 2 から微傾斜角度の増加につれて(10-12)面の

FWHM は改善するという傾向が示された。また、微傾斜角度が 0.2°のサファイア基板について

は、いずれのクリーニング条件においても図 3に示されるようなダブルピークが発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】 

[1] T. Someya et al .: Appl. Phys. Lett.79 (2001) 1992.  

[2] Y. Hayashi et al., J. Appl. Phys. 113 (2013) 183523. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 

 

(1
0
-1

2
) 

F
W

H
M

 [
a
rc

s
e
c
]

Misorientation [deg]

 1120
o
C Cleaning

 1170
o
C Cleaning

 1220
o
C Cleaning

 1270
o
C Cleaning

-3 -2 -1 0 1 2 3

 

 

In
te

n
s
it

y
 [

a
rb

. 
u

n
it

s
]

Omega [deg]
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

 

 

(0
0
0
2
) 

F
W

H
M

 [
a
rc

s
e
c
]

Misorientation [deg]

 1120
o
C Cleaning

 1170
o
C Cleaning

 1220
o
C Cleaning

 1270
o
C Cleaning

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)12p-B1-2 

© 2015年 応用物理学会 13-120


